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Anmelder 

SCHOTTGLAS 



1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Priifungsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, ubermittelt. 



2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen - dem Internationalen Buro 
zur Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 

3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Obersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 

4. ERINNERUNG 



Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 
30 Monaten ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen 
(Einreichung von Obersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe 
auch die durch das Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 ubermittelte. Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Obersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muB diese 
Obersetzung auch Obersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthalten. 
Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Obersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten 
Amtern direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 



Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklart wird, daB die Kriterien fur Neuheit, 
erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur 
fur die internationale vorlaufige Prufung Bedeutung haben, und daB "jeder Vertragsstaat (...) fur die 
Entscheidung uber die Patentfahigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusatzliche oder 
abweichende Merkmale aufsteUen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusatzlichen Merkmale konnen 
z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse fur die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit 
und Stutzung der Anspruche betreffen. 
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VERTRAG UBERJDIE INTERNATIONALE ZUSAI\Mfl EN ARBEIT AUF DEM 
^ GEBIET DES PATENTWES^fc 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
03SGL0136WOP 


u/citcdcc wnorPMPM siehe Mitteilung uberdie Ubersendung des internationalen 
Wfcl I tHt5> vuttbtntn vortaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/IPEAM16) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP 03X)3882 


Internationales Anmeldedatum (T ag/MonaWahr) 
15.04.2003 


Prioritatsdatum (TagjMonat/Jahr) 
15.04.2002 


Internationale Patentklassifikation (IPK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
C23C 14/10 


Anmelder 

SCHOTT GLAS 



1 . Dieser Internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen Prufung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermitteit. 



2. Dieser BERICHT umfafBt insgesamt 5 Blatter einschliefBlich dieses Deckblatts. 

13 AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/bder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, undfoder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 
PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 7 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthatt Angaben zu folgenden Punkten: 

I El Grundlage des Bescheids 

II . □ Prioritat 

Hi □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V 13 Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
29.08.2003 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
26.08.2004 


Name und Postanschrift der mit der internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 

— Europaisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 

^ NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT7EP 03/03882 



I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)): 

Beschreibung, Seiten 

1-14 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspriiche, Nr. 

1-32 eingegangen am 30.06.2004 mit Schreiben vom 29.06.2004 
Zeichnungen, Blatter 

1/5-5/5 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undfoder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, da3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 



Neuheit (N) 


Ja: 


Anspruche 


1-32 




Nein: 


Anspruche 




Erfinderische Tatigkeit (IS) 


Ja: 


Anspruche 


1-32 




Nein: 


Anspruche 




Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 


Ja: 


Anspruche: 


1-32 




Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung 
dieser Feststellung 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : WOO-BEOM CHOI ET AL: "Anodic bonding technique under low 

temperature and low voltage using evaporated glass", Journal of Vacuum 
Science & Technology B (Microelectronics and Nanometer Structures), Bd. 
15, Nr. 2, Seiten 477-481 , March-April 1997 

D2: CH 387 175 A (WESTERN ELECTRIC CO) 31 . Januar 1965 (1965-01-31) 

D3: US-A-4 374 391 (CAMLIBEL IRFAN ET AL) 15. Februar 1983 (1983-02-15) 

Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern 
beziehen sich auf dieses Dokument): ein Verfahren zur Gehausebildung bei 
elektronischen Bauteilen (Zusammenfassung; Seite 481, letzte Satz), wobei eine 
Glasschicht mittels einer Aufdampfglasquelle auf eine Seite eines Substrats 
aufgedampft wird (Seite 477, Kapitel II). Der Gegenstand des Anspruchs 1 
unterscheidet sich daher vom bekannten Verfahren dadurch, dass anschlieRend die 
gegenuberliegende Seite des Substrats bearbeitet wird, wobei Leitungskontakten 
erzeugt werden. Ahnlicherweise unterscheidet sich das Verfahren gemaB dem 
Anspruch 1 von den Verfahren, die in den Druckschriften D2 (siehe Patentanspruche 
l;M,1.1; Seite 7, Zeile 67 bis Seite 8, Zeile 46) bzw. D3 (siehe Spalte 4, Zeilen 44-51). 
Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, dass Anschlussstrukturen zu elektronischen Bauteilen hergestellt werden, 
wahrend die Bauteile schon durch eine Aufdampfglasschicht geschutzt sind. Die in 
Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene Losung 
beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT), weil dieses Verfahren nicht 
aus dem Stand der Technik hervorgeht. 

Die Anspruche 2-22 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 
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Obwohl die Dokumente D1, D2 und D3 jeweils elektronische Bauteile beschreiben, die 
ganz bzw. teilweise mit einer Aufdampfglasschicht uberzogen sind, ist der Gegenstand 
des Anspruchs 23 weder aus diesen Entgegenhaltungen bekannt, noch durch sie 
nahgelegt. GemaB dem Anspruch 23 weist der Bauteil wegen seiner 
Herstellungsweise Anschlussstrukturen an der der Glasschicht gegenuberliegenden 
Substratseite auf. Auch der Anspruch 23 erfullt deshalb die Erfordernisse des PCT in 
bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

Die Anspruche 24-32 sind vom Anspruch 23 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

Da die Erfindung in der elektronischen Industrie gebraucht wird, ist eine gewerbliche 
Anwendbarkeit auch vorhanden. 
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Geanderte Patentanspruche 

1. Verfahren zur Gehausebildung bei elektronischen 
Bauteilen, insbesondere Sensoren, integrierten 
Schaltungen und optoelektronischen Bauelementen? 
mit folgenden Schritten: 

- Bereitstellen eines Substrats (1) , welches einen 
Oder mehrere Bereiche mit Halbleiterstrukturen (2) 
sowie mit Anschlussstrukturen (3) oder zur Bildung von 
Halbleiteretrukturen (2) und Anschlusestrukturen (3) 
aufweist, wobei wenigstens eine erste Substratseite 
(la) zu verkapseln ist, 

-Bereitstellen einer Auf danipf glasquelle (20) , 
-Anordnen der ersten Substratseite (la) relativ zur 
Auf dampf glasquelle derart, dass die erste 
Substratseite (la) bedampft werden kann; 
-Bedampfen der ersten Substratsseite mit einer 
Glasschicht (4) , 

- Ausdunnen des Substrats (1) an der Unterseite (lb) , 

- Erzeugen von At z grub en (6) , 

- Erzeugen von Leitungskontakten (7) auf der 
Unterseite (lb) . 

2. verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daC 
der eine oder die mehreren Bereiche mit 

Halbleiterstrukturen (2) auf der ersten Seite (la) des 
Substrats angeordnet sind. 

3. Verfahren gemafi Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
dafi das Substrat auf einer der ersten Seite (la) 
gegenuberliegenden zweiten Seite (lb) mit einer 
Passivierungsschicht (10, 11) versehen wird. 

4. verfahren gemafi einem der vorBtehenden Anspruche , 
wobei das Substrat einen Wafer umfafit, dadurch 

GEAENDERTES BLATT . 
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gekennzeichnet, da6 das Verfahren das Verpacken von 
Bauelementen ira Waferverbund umfafit. 

5. Verfahren gemafi einem der vorstehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, dafi das Substrat (1) auf zwei 
Seiten (la, lb) rait einer Glasschicht (4,10,11) 
bedampft wird. 



10 



15 



20 



25 



30 



5. Verfahren gemafi einem der vorstehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, dafi eine Auf dampf glasquelle 
(2 0) bereitgestellt wird, die wenigstens •in binares 
Glassystem erzeugt. 

7. verfahren gemafi einem der vorstehenden Anpruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS die Auf dampf glasquelle 
(20) solange betrieben wird, bis die Glasschicht (4) 
insbesondere auf der ersten Substratseite eine Dicke 
im Bereich von 0,01 bis 1000 |im auf weist . 

8. Verfahren gemafi einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi beim Bereitstellen einer 
Aufdampfglasquelle (20) , ein Reservoir mit organischen 
Bestandteilen bereitgestellt wird, die durch Anlegen 
eines vakuums oder durch Erwarmung in den gasformigen 
Zustand ubergehen, so dass wahrend der Bedampfung 
Mischschichten aus anorganischen und organischen 
Bestandteilen auf der Substratseite gebildet werden 
konnen. 

9. Verfahren gemafi einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Glasschichtdicke im 
Bereich zwischen 0,1 bis 50 /im liegt. 



10. 



verfahren gemafi einem der vorstehenden Anspruche, 
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dadurch gekennzeichnet, dasB die Glasschichtdicke im 
Bereich zwischen SO bis 200 /im liegt. 

11. Verfahren gemafi einem der vorstehenden Anspriiche, 
5 dadurch gekennzeichnet , dass das Auf dampf glas der 

Quelle (20) mittels Elektronenstrahl (24) aus einem 
Glastarget (23) erzeiigt wird. 

12- Verfahren gemafi einem der vorstehenden Ans.pruche, 
10 dadurch gekennzeichnet, daes als Aufdampfglas ein 

Borosilikatglas m±t Anteilen von Aluminiumoxid und 
Alkalioxiden verwendet wird. 

13. Verfahren gemafi einem der vorstehenden Anspruche, 
15 dadurch gekennzeichnet, dass das Aufdampfglas einen 

Warmeausdehnungskoef f izienten nahezu gleich dem des 
Substrates aufweist. 

14. Verfahren gemafi einem der vorstehenden Anspruche, 
20 dadurch gekennzeichnet, dass die Glasschicht (4) in 

einer Dicke erzeugt wird, wie sie zum hermetischen 
Abschluss erforderlich ist, und dass eine 
Kunststof f schicht (5) \Iber der Glasschicht (4) 
aufgetragen wird, urn die weitere Verarbeitung des 
25 Substrates (1) zu erleichtern. 

15. Verfahren gemafi einem der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Schichten Glas 
auf das Substrat (1) aufgedampft werden, wobei die 

30 Glasschichten aus unterschiedlichen 

Glaszusammensetzungen bestehen konnen. 

16. Verfahren gemafi einem der vorstehenden An6pruche, 
dadurch gekennzeichnet, daBS die weitere Verarbeitung 

35 des Substrates (1) den Abtrag von Material an einer 



-3 
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zweiten Substratseite (lb) umfasst, die der ersten 
Substratseite (la) gegenuberliegt . 

17. Verfahren gemaS einem der vorstehenden Anepr-uche, 

5 dadurch gekennzeichnet , dass das Substrat (1) einen 

Wafer tnit mehreren Halbleiterstrukturen (2) und 
AnschluSstrukturen (3) aufweist, wobei 

die zweite, der ersten Substratseite (la) 
gegenuberliegende Substratseite (lb) gedvinnt wird, 
10 an der zweiten Substratseite (lb) im Bereich der 

herzustellenden Anschlussstrukturen Gruben (6) geatzt 
werden, 

die Bereiche zur Bildung der Halbleiterstrukturen 
(2) unter Verwendung von Kunststof f schichten 
15 lithographiert werden, 

auf der zweiten Substratseite (lb) in den 
Bereichen mit Anschlufistrukturen (3). Leitungskontakte 
(7) hergestellt werden, 

der Kunststoff von der zweiten Substratseite (lb) 

2 0 entfernt wird, 

ein Ball Grid Array (8) an den Leitungskontakten 

(7) aufgebracht wird, und 

der Wafer zur Bildung mehrerer elektronischer 
Bauteile aufgetrennt wird, die jeweils erste, 
25 verkapselte Seiten (la) aufweisen. 

18. Verfahren nach Anspruch 17 , 

dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Substratseite 
(lb) mit einem Kunststoff uberzug (10) unter Aussparung 

3 0 der Ball Grid Bereiche (8) versehen wird. 

19. Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass nach Entfernung des Kunststoffes von der 
35 zweiten Substratseite (lb) die zweite Substratseite 
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insgesamt mit einer Glasschicht (11) bedampft wird, 
und 

dass die Leitungskontakte (7) durch ortliche. 
5 Beseitigung der Glasschicht (11) freigelegt werden, 

wonach die Schritte des Aufbringens des Ball Grid 
Arrays (8) und des Auftrennens erfolgen, urn beidseitig 
verkapselte elektronische Bauteile zu erhalten. 

10 - 20. Verfahren nach Anepruch 19, dadurch gekennzeichnet, 
da£ die zweite Substratseite insgesamt mit einer 
Glasschicht (11) im Bereich von 1 bis 50 /*m Dicke 
bedampft wird, und 

15 21 Verfahren nach einem der Anspruche 17 bis 20, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Atzgruben (6), die 
bis zu den AnschluSstrukturen (3) fiihren, mit 
leitfahigem Material (12) gefullt werden, wonach mit 
oder ohne Entf emung des Kunststof fes (10) an der 

2 0 zweiten Substratseite (lb) sowie mit oder ohne 

Glasschicht (11) auf der zweiten Substratseite (lb) 
unter Freilassung der Leitungskontakte (7) das Ball 
Grid Array (8) an den Leitungskontakten (7) bzw, an 
dem Fullmaterial aufgebracht wird. 



25 



30 



22. Verfahren gemafi einem der vorstehenden Anspruche , 

dadurch gekennzeichnet , - dafi das Bedampfen der ersten 
Substratsseite (la) mit einer Glasschicht (4) das 
Plasma- Ionen-unterstutzte Aufdampfens (PIAD) umfasst. 



23. Elektronisches Bauteil , insbesondere als Sensor oder 
als 

integrierte Schaltung oder als optoelektronisches 
Bauelement, herstellbar mit einem Verfahren gemaS 
35 einem der vorstehenden Anspruche. 
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24. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 23, welches auf 
einer ersten Seine (la) einen oder mehrere Bereiche 
mit Halbleiterstrukturen (2) , sowie 
5 Anschlussstrukturen (3) aufweist, 

dadurch gekennzeichnet, daS das Substrat auf zumindest 
einer Seite mit einer auf gedampf ten Glasschicht (4) 
beschichtet . ist . 

10 25. Elektronisches Bauteil gemafi Anspruch 24, dadurch 

gekennzeichnet, daS auf der - Glasschicht (4) eine das 
Bauteil verstarkende Kunststof f schicht (5) aufgebracht 
ist. 

15 26- Elektronisches Bauteil gemafi einem der Anspruche 24 
oder 25, dadurch gekennzeichnet, daS dae Substrat 
ausgedunnt ist. 

27. Elektronisches Bauteil gemaS einem der Anspruche 24 
20 bis 26, dadurch gekennzeichnet, daS das Substrat auf 

einer zweiten Seite (lb), die einer ersten Seite (la), 
mit Halbleiterstrukturen und Anschlufestrukturen 
gegenuberliegt , mit einer Passivierungsschicht (10, 
11) versehen ist. 
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28. Elektronisches Bauteil gemaS einem der Anspruche 24 
bis 27, dadurch gekennzeichnet, daS die Glasschicht 
(4) eine Mischschicht aus anorganischen und 
organischen Bestandteilen umf afct . 

29. Elektronisches Bauteil gemaS einem der Anspruche 24 
bis 28, gekennzeichnet durch eine mehrschichtige 
Glasschicht (4)'. 
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30. Elektronisches Bauteil gem§>£ Anspruch 29, dadurch 
gekennzeichnet, dad die Schichten der Glasschicht 
unterschiedliche Zusammensetzungen aufweisen. 

5 31. Elektronisches Bauteil gemafc einem der Anspruche 24 
bis 30, dadurch gekennzeichnet, dafi das Substrat (1) 
auf einer zweiten Seite (lb) Leitungskontakte 
aufweist, welche mit AnschluEstrukturen auf der 
ersten Seite (la) 
10 verbunden sind. 

32. Elektronisches Bauteil gemaS Anspruch 31, 

gekennzeichnet durch ein Ball Grid Array (8) an den 
Le i tung skont akt en . 

15 



GEAENDERTES BLATT 



